ZATWIERDZAM
DZIEKAN WYDZIALU NOWYCH TECHNOLOGII i CHEMII

2

prof. dr hab. inz. Stanistaw Cudzito

Nazwa przedmiotu: Technologia Elementow Péiprzewodnikowych
Nazwa w jez. angielskim: Technology of Semiconductors Devices
Kod przedmiotu: WTCNFCSI-TEP

Dane dotyczace przedmiotu:
Jednostka oferujaca przedmiot: Wydziat Nowych Technologii i Chemii
Przedmiot dla jednostki: Wydziat Nowych Technologii i Chemii
Obowiazuje od naboru pazdziernik 2016

Domysiny typ protokotu dia przedmiotu:

Zaliczenie o QUeME, ,7
A

Jezyk wyktadowy:

polski

Skrécony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z budowa i dziataniem podstawowych przyrzadéw potprzewodnikowych oraz wyrobienie
umiejetnosci doboru materiatéw i technologii przyrzadéw optoelektronicznych.

Opis:

Wyktad /metoda stowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

. Optoelektroniczne elementy pétprzewodnikowe / 2 godz.

. Fotometria. Parametry detektoréw / 2 godz.

. Detektory promieniowania elektomagnetycznego / 2 godz.

. Metody otrzymywania fotorezystoroéw / 2 godz.

. Efekt fotoelektryczny na ztgczu p-n. Technologia fotodiod / 2 godz.

. Efekt Dembera. Zjawisko fotomagneto-elektryczne. Heterozigcza / 2 godz.

. Ogniwa fotowoltaiczne. Materialy stosowane do wytwarzania ogniw / 2 godz.
. Pétprzewodnikowe zrédta promieniowania / 2 godz.

9. Charakterystyki zrodet promieniowania / 2 godz.

ONOOThAh WN =

Laboratoria /pomiary wybranych wtasciwosci przyrzadow pétprzewodnikowych. Obejmujg budowe stanowiska pomiarowego,
wykonanie pomiaréw oraz opracowanie wynikéw i wyciggniecie wnioskéw. Tematy éwiczen:

1. Pomiar charakterystyk |-V detektoréw.

2. Pomiar charakterystyk spektralnych.

3. Pomiar parametrow diod elektroluminescencyjnych.

Literatura:

podstawowa:

1. Z. Bielecki, A. Rogalski, Detekcja sygnatdw optycznych, WNT, Warszawa, 2001

2. A. Pawlaczyk, Elementy i uktady optoelektroniczne, WKit, Warszawa, 1984

3. W. Marciniak, Przyrzady pétprzewodnikowe i uktady scalone, WNT, Warszawa, 1991
uzupelniajaca;

1. D. Schroder. Semiconductor material and device characterization, J. Wiley & Sons 1990
2. J. D. Vincent, Fundamentals of Infrared Detector Operation & Testing, 1990

3. J. Hennel, Podstawy elektroniki pétprzewodnikowej, WNT, Warszawa, 1997

Efekty ksztatcenia:

Symbol / Efekty ksztatcenia / Odniesienie do efektéw kierunku

W1 / Ma wiedze w zakresie budowy i dziatania podstawowych przyrzgdow potprzewodnikowych / K_W03, K_W14
W2 / Zna podstawowe technologie otrzymywania przyrzadéw pétprzewodnikowych / K_W22

W3 / Zna metody pomiaru parametréw przyrzadow potprzewodnikowych / K_W06, K_W12

U1 / Potrafi dobiera¢ materiaty fotoniczne do budowy przyrzadéw pétprzewodnikowych / K_U12

U2 / Potrafi wyjasni¢ fizyczne aspekty dziatania przyrzadéw pétprzewodnikowych / K_UQ3

U3 / Umie przeprowadzié pomiary przyrzadow i je opracowa¢, a takze zinterpretowaé w kontekscie posiadanej wiedzy z elektroniki
/K_U10

U4 / Ma umiejetno$é samoksztatcenia sig / K_U06
K1 / Potrafi pracowac i wspétdziata¢ w grupie / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot konczy sie zaliczeniem.

Laboratorium — zaliczenie ¢wiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczeciem éwiczenia,
wykonania ¢wiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ¢wiczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z éwiczen laboratoryjnych oraz z pisemnego sprawdzianu
zawierajgcego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiagnigcie efektow W1, W2, U1, U2, U4 weryfikowane jest podczas sprawdzianow i kolokwium na éwiczeniach oraz podczas
egzaminu, natomiast efekty W1, W3, U3 i K1 sprawdzane sg w trakcie realizacji ¢wiczen laboratoryjnych.

Wszystkie sprawdziany i kolokwia sg oceniane wg nastepujacych zasad:

Stronalz2




ocena 2 — ponizej 50% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3 - 50 + 60% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3,5 — 61 + 70% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4 — 71 + 80% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4,5 — 81 + 90% poprawnych odpowiedzi;
ocena 5 — powyzej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocene bardzo dobrg otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze, umiejetnosci i kompetencije przewidziane efektami ksztalcenia,
a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposéb twérczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sie
samodzielnoscig w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwaty w pokonywaniu trudno$ci oraz systematyczny w pracy.

Ocene dobra otrzymuje student, ktdéry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywac¢ zadania i problemy o $rednim stopniu trudnosci.

Ocene dostateczna otrzymuje student, ktory posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetno$ciach
zauwazalne s3 luki, ktére potrafi jednak uzupetni¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Ocene niedostateczng otrzymuije student, ktory nie posiadt wiedzy, umiejetnosci i kompetencii w zakresie koniecznych wymagan.
Na koricowg ocene sktadajq sie: ocena uzyskana ze sprawdzianu na wyktadzie, ocena z éwiczen laboratoryjnych oraz
zaangazowanie i sposob podejscia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiéw

stacjonarne

Rodzaj studiow

| stopnia

Rodzaj przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

= Technologia warstw - wymagania wstepne: znajomo$¢ podstawowych pojec i praw fizycznych zwigzanych z otrzymywaniem
warstw epitaksjalnych.
» Podstawy fizyki ciata stalego - wymagania wstepne: znajomos¢ podstawowych pojec i praw fizyki ciala statego.

Programy

semestr studiow VI
kierunek: inzynieria materiatowa
specjalno$é: materiaty funkcjonalne

Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady éwiczenia laboratoria projekt seminarium
VII 30 18/+ 12/ + 2
Autor
prof. dr hab. inz. Jarostaw RUTKOWSKI
Bilans ECTS
Lp. Aktywnosé Obciazenie w godz.
1. Udziat w wyktadach 18
2. Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10
3. Udziat w éwiczeniach
4, Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
5. Udziat w laboratoriach 12
6. Samodzielne przygotowanie sig¢ do laboratoriéw i wykonanie sprawozdania 10
7. Udziat w seminariach
8. Samodzielne przygotowanie sie do seminariow
9. Realizacja projektu
10. Udziat w konsuitacjach 4
11. Przygotowanie do zaliczenia 6
12. Udziat w egzaminie
godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 60 2
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1.+ 5.+10. 34 1,5
Zajecia o charakterze praktycznym: 5.46. 22 1
Zajecia powigzane z dziatalno$cig naukowg 38 1,5
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